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I. 서론
다양한 통신 규격을 지원할 수 있는 광대역 수신기

는 원하는 대역의 신호가 다른 대역의 큰 신호로 인해

왜곡되지 않게 하기 위해 높은 선형성을 가져야 한다.

본 논문에서는 저잡음증폭기, 기저대역 Gm-C 필터 등

수신기에 널리 쓰이는 트랜스컨덕터 회로의 선형성을

높일 수 있는 방법을 제안하였다.

II. 본론
트랜스컨덕터는 입력 전압을 회로의 Gm 값에 따라

전류로 변환하여 출력하는 회로이다. 여기서 Gm은 비

선형적인 값이며 테일러 시리즈 전개를 통해 회로의 응

답을 나타낼 수 있다. 차동 회로를 이용해 2차 비선형

성분을 제거할 수 있다고 가정하면, 트랜스컨덕터의 입

력 전압과 출력 전류를 식 (1)로 표현할 수 있다.
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선형적인 응답을 얻으려면 3차 상호 변조 성분인
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3m inG V 를 제거하여야 한다. 피드 포워드 방식으로 선형

화된 트랜스컨덕터의 구조를 그림 1에 나타내었다.

그림 1. 선형화된 트랜스컨덕터의 블록 다이어그램

주경로에서는 입력 전압 Vin을 받아 2Gm 값으로 전

류 i1을 출력한다. 여기서 2Gm은 단위 트랜스컨덕터(그

림 2(a)) 회로를 병렬로 연결하여 구현하였다. 보조 경

로의 경우 입력 전압 Vin을   의 이득을 가지는

증폭기를 통과하여 (  Vin)으로 만들고, Gm의 단위

트랜스컨덕터를 이용하여 전류 i2로 변환한다. 최종 출

력 전류 Iout을 식 (2)에 나타내었다.
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비선형 성분인 3차 상호 변조 성분이 제거됨에 따라

선형화된 전압-전류 변환이 수행됨을 알 수 있다.

증폭기가 고선형성을 가질수록 3차 상호 변조 성분

을 완벽히 제거할 수 있기 때문에 높은 선형성을 가지

는 [1]의 전압 증폭기가 사용되었다. 증폭기는 인버터가

연결된 구조로 되어 있으며, 증폭기의 이득은 인버터의

gm 값과 피드백 저항 Rfb로 정해진다. 증폭기의 회로도

를 그림 2(b)에 보였다.

그림 3의 시뮬레이션 결과를 통해 선형화된 트랜스

컨덕터 출력 전류의 3차 상호 변조 성분이 단위 트랜스

컨덕터보다 32 dB 줄어들었음을 확인할 수 있다.
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그림 2. (a) 단위 트랜스컨덕터의 회로도

(b) 전압 증폭기의 회로도

그림 3. 선형화를 통한 3차 상호 변조 성분의 감소

III. 결론
트랜스컨덕터의 비선형성의 원인이 되는 3차 변조

성분을 피드 포워드 방식으로 제거하는 방법을 제안하

였다. 이 방법은 단위 트랜스컨덕터와 인버터 기반의

증폭기만을 사용하며, 기존의 트랜스컨덕터 회로에 쉽

게 적용할 수 있다.
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